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摘要(译)

提供一种发光二极管及其制造方法，以及使用该发光二极管的显示装
置，其中所述发光二极管至少包括在透光基板上的高折射率层;有机电致
发光（EL）元件由一个有机薄层或多个有机薄层形成，所述有机薄层插
入在高折射率层上形成的透明第一电极和第二电极之间，并且高折射率
层具有更高的折射率与发光层相比，或者具有1.65或更大的折射率，并
且高折射率层和透光基板之间的界面被粗糙化以使其中心线平均粗糙度
在0.01μm至0.6μm的范围内，使得防止漏光并且光提取效率变高。
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